I— INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ

CXDP 46 A,B,C
Dioda Gunna

Informacja: prof. dr hab. Inz. Jerzy Klamka
tel. (0-22) 47 21 61
fax (0-22) 47 06 31

Dioda Gunna CXDP-46A,B,C jest arsenkowo-galowa dioda Gunna $redniej mo-

cy. Jest przeznaczona do generacji mocy mikrofalowej w pasmie X.
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Rys. 1. Obudowa

DOPUSZCZALNE PARAMETRY EKSPLOATACYJNE

Napiecie wejsciowe : UF 12 \Y%
Temperatura oto_(:zenia w czasie pracy tamb -40 *+ +70 ¢
- Temperatura przechowywania tstg =33 & 4125 %
Rezystancja termjczna : Rthj—c 18 %ciw

KARTA KATALOGOWA
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ELEKTRYCZNE PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE

: = Wartosé
Nazwa parametru Symbol | Jedn. -
min typ. max
Napiecie wejSciowe U] v 12,0'
Prad wejéciowy i mA 900, 0
Czestotliwo$é generacji fOT} GHz a,2 12,4
Zakres przestrajania
mechanicznego MO GHz 0.5
Moc wyjsciowa w zakresie
przestrajania mechanicznego
dla CXDP-46A Py mw 300,0 4
CXDP-u46B PD mW 250,0
CXDP-46C PO mW 200,0
Temperaturowa czutosé &
przestrajania 9 MHz/"C 1.5
”fo ustalone dla konkretnego zastosowania.
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